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De Bouira 2°M année Electronique groupe 1,2 ¢t 3

Examen du module d’Electronique Fondumentale 2

(Durée : 1h00)

EXERCICE N°1(10pts):

Un relevé expérimental sur une diode au silicium a donné le tableau suivant :

\VD(V), 058 | 06 0.7 0.75

FD(A) ' 0.6 1 3 4

On donne : T=300K (Température en Kelvin), Kg=1,38.10*J/K (Constante de Boltzmann).

I-Tracer la caractéristique de cette diode.
2-Quelle est la valeur de la résistance dynamique rq pour 0.6< (4)<37?
3-Déterminer la tension de seuil Va.
4-Déduire le courant djrect I4
Supposons que celte diode soit insérée dans le circuit ci-dessous on donne : Re=22 Q,

R=150 Q. La tension V(1) est sinusoidale de valeur 20v (créte 3 créte) et de période 2ms.

Re

V.

5-Donner le schéma ¢quivalant clectrique de cette diode dans ¢e montage,
6-Déterminer Vs(1) et la représenter en corrélation avec Ve(t),
7-Montrer que Ja valeur moyenne de la tension Vs et : 1/ Ymax

moy — —
Y !

8-Calculer les valeurs efficace et moyenne dy courant qui parcourt R
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EXERCICE N°2 : (10pts)

On considere Pamplificateur ci-dessous,
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L. En régime statique

Donner le schéma €quivalent en régime statique,

Déterminer les résistances R, R,.

En régime dynamique
Donner le schéma €quivalent en régime dynamique,

Déterminer I’impédance d’entrée R., I"impédance de sortie R, gain en tension Ay et
le gain en courant A;.

On donne : Vee=18V, B=hy,=50, hj1=500Q, h)=

0, p=1/hzg=50§2, VCE=7V,
Re=10Q), L(R,)=10 mA, Ry=1.5 kQ, R=2kQ

IB=2mA,
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